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摘要(译)

本发明减少了有机EL显示装置的水平条纹和垂直条纹的显示不均匀性，
从而提高了显示质量。通过等离子体CVD法在玻璃基板上沉积氧化硅
膜，并通过等离子体CVD法在氧化硅膜上进一步沉积非晶硅膜。接下
来，将准分子激光照射到非晶硅膜上以加热膜，直到膜熔化并使膜结晶
以形成多晶硅膜。然后，以预定图案蚀刻该多晶硅膜。之后，在多晶硅
膜中离子注入p型杂质，例如硼。然后，通过CVD方法沉积由氧化硅膜形
成的栅极绝缘膜，覆盖多晶硅膜。接下来，在栅极绝缘膜上形成栅电
极。
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